SOLUZIONE

a) Latensione del gate €’ fissata dal partitore di resistenze al valore

Vg =-5V+ 8K _iop =137
8k +2k
quindi
Vs =+3V =5V =2V
PMOS on ! PMOS off
(canale lato sourtlze) " (no can?le lato source)
>
I i |
Ves=2V Vv oV Ves
Calcolo Ip ipotizzando il PMOS in zona di saturazione:
In=ky(Vgs —Vip)* =1mA [ V2 -[2V = (~1V)]’ = 1mA4
RD =10kQ=> VD =-5V+ [DRD =45V = VGD =2V
RD =4kQ:>VD :_5V+IDRD =—1V:>VGD =+4V
PMOS ohmico E PMOS saturo
(canale lato drainl) " I (no canale lato drain)
| | | | Voo,
Vep=-2V -|VTp|=LIr-1V ov Vep=t+4V
Rp =10kQ2 =PMOSFET ohmico
Rp =4kQ=PMOSFET saturo con Ip =1mA
—21-+/41 .
I =k b —v w2 ——— non accettabile
Se R, =10kg2:>{VD ”EO(VGSI RT”) Vil Vs = 20\/_
= — + —
DS oo % — —0.737 OK pMOS ohmico

Quindi 1,=927pA.



